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Beschreibung 

Bilddetektor fur Rontgeneinrichtungen mit ruckseitig kontak- 
tierten, organischen Bild-Sensoren 

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Bilddetektor fur 
eine Rontgeneinrichtung. 

In der Rontgendiagnostik finden elektronische Bilddetektoren 
vermehrt Verwendung. Wahrend insbesondere Einzelaufnahmen 
auch heute noch haufig mit rontgenempf indlichem Filmmaterial 
auf gezeichnet werden, ist es vor allem bei Serien von Ront- 
genaufnahmen wiinschenswert , elektronische Bilddetektoren zu 
verwenden. Sie ermoglichen zum einen die Aufnahme schnellere 
Bildfolgen aufgrund der geringeren erf orderlichen Belich- 
tungszeiten und des entfallenden mechanischen Film-Trans- 
ports, zum anderen konnen die erfassten Daten unmittelbar ei 
ner elektronischen Auswertung zugefuhrt werden. So mussen 
etwa in der Computer-Tomographie Serien von Tausenden von 
Einzelaufnahmen zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden, 
z*B. zu einem Rontgenschnittbild. 

In der Computer-Tomographie werden Bilddetektoren eingesetzt 
die aus einzelnen Modul-Boards bestehen. Diese setzen sich 
jeweils aus einem Szintillator und einer angrenzenden Reihe 
von Fotosensoren zusammen, die in einzeln kontaktierte Detek 
tions-Punkte, also in Pixel-Punkte, strukturiert ist. Die Fo 
tosensor-Schicht besteht aus einem Fotodioden-Material und 
liefert flir jeden Pixel-Punkt, also auf jedem Messkanal, ei- 
nen analogen Strom, der proportional zur gemessenen Rontgen- 
intensitat ist. Ein A/D-Wandler setzt diesen in einen digita 
len Wert um, der dem Auswerte-Computer als einzelner Bild- 
punkt, also als Pixel, zugefiihrt wird. 

Da jeder Pixel-Punkt der Fotodiode uber einen zugehorigen 
Messkanal einen eigenen Messwert liefert, muss flir die Kon- 
taktierung jedes Pixel-Punktes eine eigene elektrische Lei- 
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tung vorgesehen werden. Die Pixel-Punkte werden bislang li- 
near, also in einer Reihe, angeordnet. Die Kontaktierung wird 
liber Kontaktf lachen hergestellt, die in einer von den Pixel- 
Punkten getrennt angeordneten, parallelen Reihe angeordnet 
sind und zu denen elektrische Leiterbahnen filhren. Jede Kon- 
taktflache dient als Bond-Pad fur die jeweilige elektrische 
Leitung. Die elektrischen Leitungen werden seitlich aus der 
langlichen Fotodiode herausgef uhrt . 

In der Coiuputer-Tomographie werden Modul-Boards mit einer 
moglichst groilen Anzahl von Messkanalen verwendet; Anzahlen 
von 10.000 Messkanalen und mehr sind wunschenswert . Die ver- 
wendeten Bond-Techniken werden bei derartig groften Kanalzah- 
len zunehmend schwierig zu handhaben. Zudem ist man durch die 
Bond-Technik auf eine lineare Anordnung der Fotodioden bzw. 
Pixel-Punkte beschrankt, da die Bond-Pads bei einer flachigen 
Anordnung eine zu grofie Oberflache einnehmen wiirden, die als 
Totzone fur den Detektor anzusehen ware. Ein weiterer Nach- 
teil des bisherigen Modul-Aufbaus besteht in den weiten Sig- 
nalwegen, die zwischen den linear angeordneten Pixel-Punkten 
und der Auswerte-Elektronik entstehen. Die langen Signalwege 
verursachen zum einen lange Signal-Lauf zeiten, die fur die 
Auswertung schnell abfolgender Bild-Serien nachteilig sind, 
zum anderen sind sie anfallig fur Storsignale. Nicht zuletzt 
ist der Kostenauf wand fur das Herstellen derartig vieler 
Bond-Verbindungen sehr hoch. Angesichts der Schwierigkeiten 
der bisherigen Technologie scheint eine Erhohung der Anzahl 
von Kanalen auf mehr als 10.000 nicht sinnvoll moglich zu 
sein. 

Zwar sind anstelle des Modul-Aufbaus auch flachige Detektor- 
Konzepte bekannt, die auf kostengiinstigere Weise einen hohe- 
ren Integrationsgrad erreichen. Diese Konzepte, z.B. Panels 
aus amorphem Silizium, lassen sich aber nicht ohne weiteres 
in der Computer-Tomographie implementieren . Insbesondere ist 
das Nachleuchten der vorbekannten Detektoren dafur verant- 
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wortlich, dass keine ausreichende Zeit-Auf losung und Auf- 
nahme-Dynamik erreicht wird. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Bilddetektor 
5 fur Rontgenbilder anzugeben, der eine flachige Anordnung von 
Detektor-Pixeln mit einem hohen Flachenfullf aktor aufweist, 
d.h. mit hoher Ausnutzung der Detektor-Oberf lache durch De- 
tektor-Pixel-Punkte . Der Bilddetektor soli gleichzeitig eine 
gute Detektions-Empf indlichkeit und -Dynamik aufweisen, prob- 
10 lemlos elektrisch yerbindbar und unaufwandig herstellbar 
sein. 



i 



15 



Die Erfindung lost diese Aufgabe mit einem Bilddetektor gemafi 
Patentanspruch 1 . 



Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin, einen Bildde- 
tektor anzugeben, dessen Detektor-Pixel-Punkte rlickseitig 
kontaktiert sind. Damit ist gemeint, dass die Detektor-Pixel- 
Punkte einen elektrischen Kontakt auf ihrer von der Bild- 
20 Quelle abgewandten Seite aufweisen, uber den sie elektrisch 
verbunden werden. Als Material fur die Detektor-Pixel-Punkte 
wird ein organisches Fotodioden-Material verwendet. Organi- 
sche Fotodioden sind zum einen sehr unaufwandig und kosten- 
giinstig, zum anderen weisen sie die fur Anwendungen in der 
25 Computer-Tomographie erforderliche Auf nahme-Dynamik auf, die 
unter anderem kein Nachleuchten zeigt. Die riickseitige Kon- 
taktierung ermoglicht die Herstellung von elektrischen Ver- 
bindungen durch problemlos anzuwendende Hochintegrations- 
Technologien anstelle der bisher verwendeten Bond-Techniken, 
30 da Kontaktf lachen und Sensoren nicht mehr unmittelbar neben- 
einander angeordnet sind. Aufterdem werden Totzonen in der De- 
tektor-Oberf lache vermieden, die durch die bisher erforderli- 
chen Bond-Pads gegeben waren, und damit der Fullfaktor er- 
hoht. Dies ermoglicht insbesondere die Verwendung des Bildde- 
35 tektors in der Computer-Tomographie . Zudem wird durch die Er- 
findung die Lange der analogen Signallauf strecken auf ein Mi- 
nimum verringert . 
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In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung sind die 
Ruckseitenkontakte der Detektor-Pixel-Punkte mit Durchkontak- 
tierungen in einem Substrat verbunden, die zur Ruckseite des 
Substrats fiihren. Durch Verwendung eines solchen Substrats 
konnen zusatzliche Funktionalitaten realisiert werden. Z.B. 
kann die elektrische Schaltung komplexer gestaltet und der 
Integrationsgrad erhoht werden, AuBerdem kann das Substrat 
dem Bilddetektor die er f orderliche mechanische Stabilitat und 
Form verleihen. 

In einer besonders vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
ist das Substrat aus einem Material hergestellt wird, das als 
Abschirmung gegen Rontgenstrahlung wirksam ist. Das Material 
ist entweder integraler Bestandteil des Materials, aus dem 
das Substrat hergestellt ist, oder es ist als zusatzliche 
Schicht auf dem Substrats aufgebracht. Die Abschirmung gegen 
Rontgenstrahlung dient dem Schutz samtlicher hinter der foto- 
sensitiven Schicht des Bilddetektors gelegenen aktiven oder 
passiven elektrischen Bauelemente und sonstigen Komponenten . 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung sind auf 
der Ruckseite des Substrats elektrische Bauelemente montiert, 
mit denen die Foto-Sensoren uber die Durchkontaktierungen 
verbunden werden. Diese Bauelemente konnen sowohl aktiv als 
auch passiv sein und konnen lediglich der Ansteuerung der 
Foto-Sensoren oder auch einer ersten Signal-Vor-Auswertung 
der Foto-Sensor-Signale dienen. Dadurch wird der Bilddetektor 
als Modul einsetzbar. Durch Zusammensetzen einzelner solcher 
Module konnen dann verschiedene Detektoren beliebiger Grofte 
und Form zusammengestellt werden. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Un- 
teranspruche. 

Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand 
von Figuren naher erlautert. Die Figuren zeigen im einzelnen: 
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FIG 1 



Bilddetektor gemafi der Erfindung in perspektivi- 
scher Ansicht, 



FIG 2 



Bilddetektor gemaft der Erfindung als Schnitt, 



FIG 3 



Variante des Bilddetektors gemafr der Erfindung als 
Schnitt, 



FIG 4 



Bilddetektor-Substrat gemaii der Erfindung mit Kon- 
taktflachen fur Foto-Sensoren in perspektivischer 
Draufsicht. 



In Figur 1 ist ein Bilddetektor gemaft der Erfindung in per- 
spektivischer, nicht maflstablicher Ansicht dargestellt. Fur 
den Aufbau des Bilddetektors ist das Substrat 1 das tragende 
Element. Es wird ein groBf lachiges, mechanisch stabiles Sub- 
strat verwendet, z.B. aus Al 2 03-Keramik . Je nach Grofle des 
Detektors und Anwendungszweck konnen auch Substrate aus orga- 
nischen Materialien oder Folien-Substrate verwendet werden. 

Ober dem Substrat 1 ist eine f otosensitive Schicht 2 darge- 
stellt, durch die Foto-Sensoren gebildet sind. Die fotosensi- 
tive Schicht 2 besteht aus einem Material, das in Abhangig- 
keit vora Auftreten von elektromagnetischer Strahlung ein 
elektrisches Signal erzeugt, vorzugsweise aus einem organi- 
schen Fotodioden-Material . Es kommen aber auch Halbleiter-De- 
tektoren, halbleitende Materialien oder Fotozellen in Be- 
tracht. Die fotosensitive Schicht 2 kann entweder als durch- 
gangige, geschlossene Schicht des fotosensitiven Materials 
gebildet sein oder aus einzeln strukturierten Pixel-Punkten 
dieses Materials zusammengesetzt sein. Bei einer durchgangi- 
gen Schicht des fotosensitiven Materials werden die einzelnen 
Pixel-Punkte durch die Struktur der elektrischen Kontaktie- 
rung gebildet; dabei wird bei Auftreten eines Detektions-Er- 
eignisses ein elektrisches Signal jeweils an dem unmittelbar 
nachstliegenden elektrischen Kontakt messbar. 
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Wahrend als f otosensitives Material auch ein Halbleiter-Bild- 
detektor verwendet werden konnte, der in der Lage ist, in di- 
rekter Abhangigkeit von Rontgenstrahlung elektrische Signale 
zu erzeugen, ist in der in Figur 1 dargestellten Variante als 
f otosensitive Schicht eine organische Diode vorgesehen, die 
elektrische Signale nur in Abhangigkeit von Strahlung anderer 
Wellenlange als Rontgenstrahlung erzeugen kann. Deswegen ist 
eine Leuchtstoff schicht 4 vorgesehen, die oberhalb der foto- 
sensitiven Schicht 2 angeordnet ist, und die bei Anregung 
durch Rontgenstrahlung eine Strahlung einer solchen Wellen- 
lange emittiert, die durch die f otosensitive Schicht 2 detek- 
tiert werden kann. Die Leuchtstoff schicht 4, auch als Szin- 
tillator bezeichnet, kann z.B. aus Gd 2 0 2 S mit adaquater Do- 
tierung bestehen, aus CdW0 4 , aus Csl mit adaquater Dotierung, 
aus LoS mit adaquater Dotierung, aus BgO Oder sonstigen be- 
kannten Materialien. Sie kann sowohl unstrukturiert als auch 
in einer Array- oder Matrix-Anordnung strukturiert sein. 

Um einen guten optischen Kontakt zwischen der f otosensitiven 
Schicht 2 und der Leuchtstoff schicht 4 zu gewahrleisten, ist 
eine Kontaktschicht 3 vorgesehen, deren Oberf lachengute und 
Brechungsindex so beschaffen sind, dass die Strahlung beim 
Passieren der Schichtgrenzen nicht ubermafiig reflektiert oder 
gebrochen wird. Zudem kann die Kontaktschicht 3 die Funktion 
einer Haf tvermittlungsschicht erfullen. 

Wird elektromagnetische Strahlung in der f otosensitiven 
Schicht 2 detektiert, so erzeugt diese ein elektrisches Sig- 
nal, das liber zwei elektrische Kontakte abgreifbar ist. Einer 
der beiden Kontakte befindet sich an der der Bildquelle zuge- 
wandten Vorderseite der f otosensitiven Schicht 2. Dieser Kon- 
takt wird durch die Unterseite der Kontaktschicht 3 herge- 
stellt, die elektrisch leitend ausgestaltet ist und als ge- 
meinsamer Kontakt bzw. als gemeinsames Potenzial fur alle Pi- 
xel-Punkte dient. Zu diesem Zweck besteht die Kontaktschicht 
3 aus leitfahigem Material; stattdessen kann sie aber auch an 
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ihrer Ruckseite eine leitfahige Beschichtung aufweisen. Ein 
zweiter Kontakt jedes Pixel-Punktes befindet sich auf der an- 
deren Seite der f otosensitiven Schicht 2 und ist jeweils mit 
einer eigenen Kontakt flache auf dem Substrat 1 verbunden. 

Durch das Substrat 1 hindurch sind die Pixel-Punkte mit den 
auf der Ruckseite des Substrats 1, in Figur 1 also untenlie- 
genden, elektrischen Bauelementen 5, 6 verbunden. Diese sind 
mittels herkommliche Verbindungstechnologien montiert, z.B. 
SMD, Ball-Grid oder Flip-Chip. Sie umfassen mindestens einen 
I/O-Stecker 5, uber den Signale zwischen dem Bilddetektor und 
der sonstigen Rontgeneinrichtung ausgetauscht werden. Dies 
konnen die analogen oder bereits digitalisierten Messwerte 
der einzelnen Pixel-Punkte der f otosensitiven Schicht 2 sein. 
Die elektrischen Bauelemente konnen zusatzlich auch aktive 
elektrische Bauelemente 6 umfassen, in denen eine Vor-Auswer- 
tung oder Auswertung der Signale der Pixel-Punkte stattfin- 
det, z.B. D/A-Wandler, Auswerte-asics, DSP's, Controller-Bau- 
steine oder I/O-Bausteine . 

Da insbesondere aktive elektrische Bauelemente durch Rontgen- 
strahlung beschadigt werden konnen, besteht das Substrat 1 
aus einem Material, das als Abschirmung gegen Rontgenstrah- 
lung dient. Dies ist entweder eine Al 2 03-Keramik oder ein or- 
ganischer Werkstoff mit Fullung durch ein Material hoher 
Atom-Zahl. Dadurch wird die gesamte hinter dem Substrat 1 
liegende Elektronik vor Rontgenstrahlung geschiitzt. 

Typische Schichtdicken fur das Substrat 1 hangen von den me- 
chanischen und sonstigen Anf orderungen ab. Typische Schicht- 
dicken fur die Leuchts toff schicht 4, die Kontaktschicht 3 und 
die fotosensitive Schicht 2 liegen im Bereich von 0,3mm bis 
10mm. Die Schichtdicken werden so gewahlt, dass die Rontgen- 
strahlung moglichst vollstandig absorbiert werden kann und 
bei der Detektion moglichst rauscharme elektrische Signale 
erzeugt werden. 
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In Figur 2 ist ein nicht maftstablicher Schnitt des Bilddetek- 
tors aus Figur 1 dargestellt. Der Schnitt zeigt den gleichen 
Aufbau, der in Figur 1 dargestellt ist. Die von der Bild- 
quelle kommende Rontgenstrahlung trifft in der Figur 2 von 
5 oben kommend auf die Leuchtstof f schicht 4. In der Leucht- 

stoffschicht 4 wird sie in eine Strahlung anderer Wellenlange 
umgewandelt, die durch die fotosensitive Schicht 2 detektiert 
werden kann, nachdem sie zuvor die Kontaktschicht 3 durchlau- 
fen hat. 

10 

Auf der von der Bildquelle abgewandten Ruckseite der fotosen- 
sitiven Schicht 2 sind elektrische Kontakte 7 erkennbar. 

} Diese Ruckseitenkontakte 7 dienen der elektrischen Kontaktie- 
rung der Pixel-Punkte in der f otosensitiven Schicht 2. Diese 

15 ist als durchgehende, nicht strukturierte Schicht aufge- 

bracht. Die einzelnen Pixel-Punkte werden durch die Struktu- 
rierung der Ruckseitenkontakte 7 gebildet, das heifit, durch 
jeden Ruckseitenkontakt 7 wird ein Pixel-Punkt definiert. Die 
Strukturierung der Ruckseitenkontakte 7 entspricht also 

20 zugleich der Pixellierung der f otosensitiven Schicht 2. 

Die Ruckseitenkontakte 7 sind rait dem Substrat 1 uber Solder- 
Bumps 8 verbunden, weswegen an die Stelle der herkommlichen 
Bond-Technologie nun also eine Solder-Bond-Technik tritt. Die 

25 Solder-Bond-Technik ist besser geeignet, Verbindungen in ho- 
her Anzahl und hoher Integrationsdichte zu erzeugen. Die Sol- 
der-Bumps sind mit Durchkontaktierungen 9 verbunden, die 
durch das Substrat 1 hindurch zu dessen Rttckseite fiihren. 
Ruckseitig sind die Durchkontaktierungen 9 mit riickseitigen 

30 Solder-Bumps 8 verbunden, uber die wiederum die elektrischen 
Bauelemente 5, 6 mittels geeigneter Kontaktelemente 10, z.B. 
ebenfalls Solder-Bumps, verbunden sind. Damit wird auch die 
Ruckseite des Substrats mittels einer Solder-Bond-Technik be- 
stuckt . 

35 

Bei Bedarf ist es moglich, im Substrat 1 oder auf dessen 
RUckseite Metallisierungs-Ebenen vorzusehen, urn die elektri- 
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sche Schaltung komplexer gestalten und hoher integrieren zu 
konnen. Diese Moglichkeit kann insbesondere dann genutzt wer- 
den, wenn als elektrische Bauelemente 6 nicht nur einfache 
I/O-Bausteine vorgesehen sind, sondern auch D/A-Wandler, Aus- 
5 werte-asics, DSP's oder Controller-Bausteine, die eine Digi- 
talisierung und Auswertung der Bilddetektor-Signale vorneh- 
men. Durch die Bestuckung der Substrat-Ruckseite mit elekt- 
risch aktiven Auswerte-Bauelementen 6 ergibt sich eine beson- 
ders vorteilhafte Variants der Erfindung, da so lange analoge 

10 Signal-Laufwege von den Pixel-Punkten der f otosensitiven 

Schicht 2 zur Auswerte-Elektronik vermieden werden. Dadurch 
sind kurze Signal-Lauf zeiten sowie eine geringe Storsignal- 

i Anfalligkeit gewahrleistet . Kurze Signal-Lauf zeiten spielen 

insbesondere fur die Verwendung des Bilddetektors in der Com- 

15 puter-Tomographie mit ihren schnellen Einzelbildf olgen eine 
grofie Rolle. 

Urn die Auswerte-Elektronik 6 vor Beschadigung durch Rontgen- 
strahlung zu schutzen, muss eine Abschirmung vorgesehen wer- 
20 den, die wie bei Figur 1 beschrieben in das Substrat 1 integ- 
riert ist. Die Integration der Rontgen-Abschirmung in das 
Substrat 1 bringt den zusatzlichen Vorteil mit sich, dass 
eine gesonderte Abschirmung der Auswerte-Elektronik 6, wenn 
diese getrennt, z.B. in einer seitlich angeordneten Box un- 
25 tergebracht ist, nicht erforderlich ist. Dadurch entfallt 
nicht nur die Notwendigkeit einer eigens vorzusehenden ge- 
trennten Abschirmung, sondern auch das Erfordernis, eine im 
Hinblick auf Streu-Strahlung besonders geeignete Platzierung 
fur die Auswerte-Elektronik 6 zu finden. 
30 

In Figur 3 ist eine Variante des Bilddetektors gemafl der Er- 
findung im nicht maftstablichen Schnitt dargestellt. Die Figur 
3 zeigt alle bereits in der vorhergehenden Figur 2 erlauter- 
ten Detektor-Bestandteile unter Verwendung derselben Bezugs- 
35 zeichen, zusatzlich jedoch ist die gesonderte Rontgenstrah- 
lungs-Schutzschicht 11 dargestellt. Diese ist zwischen der 
f otosensitiven Schicht 2 und dem Substrat 1 angeordnet und 
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auf das Substrat 1 aufgebracht. Sie ist aus einem einfach zu 
verarbeitenden bzw. auf zudruckenden organischen Material her- 
gestellt, das mit einem Material hoher Atomzahl gefiillt ist, 
urn eine fur Rontgenstrahlung geringe Transparenz zu erzielen. 
Die Strukturierung des Substrats 1 erfolgt nach dem Aufbrin- 
gen der Rontgenstrahlungs-Schutzschicht 11, da die Durchkon- 
taktierungen 9 durch die Rontgenstrahlungs-Schutzschicht 11 
hindurchreichen mussen und die Solder-Bumps 8 auf der Ront- 
genstrahlungs-Schutzschicht 11 angeordnet sein mussen. 



Weitere Varianten sind denkbar, in denen die Rontgenstrah- 
lungs-Schutzschicht 11 auf der Ruckseite des Substrats 1 oder 
'J^0 auf der Ruckseite der f otosensitiven Schicht 2 aufgebracht 
wird. Wesentlich bei der Anordnung der Rontgenstrahlungs- 
15 Schutzschicht 11 ist lediglich, dass diejenigen elektrischen 
Bauelemente des Bilddetektors, die empf indlich fur Beschadi- 
gungen durch Rontgenstrahlung sind, im Rontgenstrahlengang 
jenseits der Schutzschicht 11 liegen. Da als empfindliche 
Bauelemente vor allem die elektrischen Bauelemente 6 in Be- 
20 tracht kommen, muss die Schutzschicht 11 vor allem vor diesen 
platziert werden. 

In Figur 4 ist eine perspektivische Draufsicht auf das Sub- 
strat des Bilddetektors gemaft der Erfindung nicht mafistablich 
^,25 dargestellt. In der Figur sind die Leuchtstoff schicht 4, die 
\ Kontaktschicht 3 und die f otosensitive Schicht 2 nicht darge- 

stellt, urn die Oberflache des Substrats 1 zeigen zu konnen. 
Das Substrat 1 ist rUckseitig mit den elektrischen Bauelemen- 
ten 5, 6 bestlickt und weist vorderseitig, d.h. auf der zur 

30 Bild-Quelle zugewandten Seite, ein Matrix-f ormiges Array von 
Solder-Bumps 8 auf. Dieses Array entspricht, wie dies voran- 
gehend beschrieben ist, der Strukturierung der Pixel-Punkte 
in der f otosensitiven Schicht 2, und zwar unabhangig davon, 
ob diese als durchgangige Schicht oder ihrerseits struktu- 

35 riert aufgebracht wird. Das Array entspricht also zugleich 
der Pixellierung des Bilddetektors. 
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Der beschriebene und in den Figuren dargestellte Bilddetektor 
weist eine beliebig vorgebbare Oberf lachen-Form und -Grdfte 
auf und ist beliebig in Pixel strukturierbar , aufterdem um- 
fasst er eine Auswerte-Elektronik 6 . Damit ist er je nach 
gewunschter Bildgrofte entweder einzeln verwendbar oder kann 
als Modul zusammen mit weiteren ebensolchen Bilddetektor-Mo- 
dulen zu einem grofieren Bilddetektor zusamitiengeset zt werden. 
Fur den dargestellten Bilddetektor bzw. das Bilddetektor-Mo- 
dul sind Kantenlangen von einigen cm bis zu einigen 10 cm 
ohne weiteres realisierbar. Durch Zusammensetzen solcher De- 
tektor-Module sind Bilddetektoren mit einer im Prinzip unbe- 
grenzten Gesamtoberf lache realisierbar. 

Von besonderem Vorteil im Hinblick auf den Fertigungsaufwand 
ist die Verwendung von organischen Materialien fur moglichst 
viele Elemente oder Schichten des Bilddetektors . Damit wird 
der Bilddetektor ausgehend von einem mechanisch stabilen Sub- 
strat 1 aufgebaut, auf den die weiteren Bestandteile als Fo- 
lien aufgedruckt oder mittels Solder-Bond-Technik montiert 
werden. Insbesondere die organische f otosensitive Schicht 2, 
gegebenenf alls samt Ko-ntaktschicht 3 und Leuchtstoff schicht 
4, kann als Folie hergestellt werden. Neben der Optimierung 
des Fertigungsaufwandes bietet die Folientechnologie den wei- 
teren Vorteil einer sehr vielfaltigen Strukturierbarkeit . 
AuBerdem sind insbesondere organische Fotodioden aufgrund ih- 
res geringen Nachleuchtens und ihrer schnellen Bild-Dynamik 
hervorragend geeignet fur die Anwendung in der Computer-Tomo- 
graphie . 
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Patentanspruche 

1. Bilddetektor fur eine Rontgeneinrichtung mit Foto-Sensoren 
(2) / die jeweils mindestens zwei elektrische Kontakte aufwei- 
sen, an denen bei Detektion von Rontgenstrahlung ein elektri- 
sches Signal auftritt, 

dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 
mindestens ein Kontakt (7) der Foto-Sensoren (2) auf deren 
von der Bild-Quelle abgewandten Ruckseite angeordnet ist und 
dass als Material flir die Foto-Sensoren (2) ein organisches 
f otodiodisches Material verwendet wird. 

2. Bilddetektor nach Anspruch 1 

dadurch gekennzeichnet, dass die Foto- 
Sensoren (2) ein Array in raumlich verteilter Anordnung bil- 
den. 

3. Bilddetektor nach einem der vorhergehenden Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, dass die Foto- 
Sensoren (2) auf einem Substrat (1) angeordnet sind, dass die 
Kontakte (7) auf der Ruckseite der Foto-Sensoren (2) mit je- 
weils einer Durchkontaktierung (9) des Substrats (1) und tiber 
die Durchkontaktierung (9) mit der Ruckseite des Substrats 
(1) verbunden sind. 

4. Bilddetektor nach Anspruch 3 

dadurch gekennzeichnet, dass das Sub- 
strat (1) aus einem Material besteht, das flir Rontgenstrah- 
lung eine geringe Transparenz aufweist. 

5. Bilddetektor nach Anspruch 3 oder 4 

dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Vorderseite oder auf der Ruckseite des Substrats (1) eine 
Schicht angeordnet ist, die fur Rontgenstrahlung eine mog- 
lichst geringe Transparenz aufweist. 
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6. Bilddetektor nach Anspruch 3, 4 oder 5 

dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Ruckseite des Substrats (1) elektrische Bauteile (5,6) und 
Leiterbahnen angeordnet sind, die mit den Durchkontaktierun- 
gen (9) und liber diese mit den Ruckseitenkontakten (7) der 
Foto-Sensoren (2) verbunden sind, und mittels derer die Foto- 
Sensoren (2) angesteuert und deren elektrische Signale abge- 
griffen werden. 

7. Bilddetektor nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Bau- 
teile (5,6) auf der Ruckseite des Substrats (1) auch elekt- 
risch aktive Bauelemente beinhalten, mittels derer die Sig- 
nale der Foto-Sensoren (2) A/D-gewandelt und/oder ausgewertet 
werden . 

8. Bilddetektor nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 
ein Kontakt jedes Foto-Sensors (2) auf dessen der Bildquelle 
zugewandten Vorderseite angeordnet ist, dass eine elektrisch 
leitfahige Schicht vorgesehen ist, die alle Vorderseitenkon- 
takte der Foto-Sensoren (2) gemeinsam kontaktiert und dass 
diese Schicht gleichzeitig als Leuchtstoff schicht (4) oder 
als Kontaktschicht (3) zu einer Leuchtstoff schicht (4) dient. 
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Zusammenf as sung 

Bilddetektor fur Rontgeneinrichtungen mit rlickseitig kontak- 
tierten, organischen Bild-Sensoren 

5 

Die Erfindung betrifft einen Bilddetektor fur eine Rontgen- 
einrichtung mit Foto-Sensoren (2) , die jeweils mindestens 
zwei Kontakte aufweisen, an denen bei Detektion von Rontgen- 
strahlung ein elektrisches Signal auftritt. Der Bilddetektor 
0 ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils mindestens ein 
Kontakt (7) der Foto-Sensoren (2) auf deren von der Bild- 
Quelle abgewandten Ruckseite angeordnet ist und dass als Ma- 
terial fiir die Foto-Sensoren (2) ein organisches fotodiodi- 
sches Material verwendet wird. 

5 

FIG 2 
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